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電極”，8735907(米国)，2014 年 5 月 27 日．  

10. 山田貴壽，鹿田真一， ” 電子放出電圧を著しく低減した電子源及びその製造方法 ”，

PCT/JP2006/316845 登録番号 8075359 (米国)，平成 23 年 12 月 13 日． 

11. 山田貴壽，C. E. Nebel，鹿田真一，”炭素終端構造のダイヤモンド電子源及びその製造方法”，

登録番号 7960905（米国），平成 23 年 6 月 14 日． 

 

(ウ) 他出願中特許 

国内：23 件 

国外：17 件 

 

(5) 最近 5 年間の国際及び国内学会発表 

(ア) 国際学会招待講演 

1. “Development of a radiation detector made of polycrystalline diamond”, The 30th International 

Display Workshops (IDW’23)，新潟, 2023 年 12 月 6 日 

2. “Synthesis and electrical properties of CVD graphene toward high performance devices”， 
Development, Evaluation and Standardization of Nanomaterials，仙台，2023 年 5 月 9 日 

 
 

(イ) 国内学会招待講演 

1. “産総研 材料・化学領域における CVD グラフェンに関する最近の研究開発の紹介”, 第 20 回

酸化グラフェンナノシートシンポジウム, 松山, 2023 年 12 月 8 日. 

2. “グラフェンの基礎知識と各種応用技術”, 情報機構セミナー，オンライン, 2023 年 9 月 12 日 

3. “グラフェン系材料の特性・基礎と高機能化・応用への展開”, サイエンス＆テクノロジーセミ

ナー，オンライン，2023 年 6 月 26 日 

4. “グラフェン系材料の基礎特性・高機能化技術と応用展開”, R&D セミナー, オンライン, 2023

年 4 月 13 日 

5. “2 次元材料の導電性制御とデバイス応用”, 次世代真空エレクトロニクス研究会 第８回研究

会，東京, 2023 年 3 月 9 日 

6. “グラフェン系材料のバリア膜・保護膜特性と応用”, 第 44 回 Clayteam セミナー/EBIS ワーク

ショップ, 仙台,  2022 年 8 月 19 日. 

7. “グラフェン系材料の特性・基礎と高機能化・応用への展開”, サイエンス＆テクノロジーセミナ

ー , オンライン, 2022年 6月 24日. 

8. “グラフェン系材料の合成と高機能化技術開発”, エレクトロニクス実装学会 サステナブル高機

能材料研究会 第 2回公開研究会, オンライン, 2022年 1月 26日. 



9. “グラフェン合成・材料特性と応用探索”, 第 34 回 光ものづくりセミナー, 京都,  2021 年 12 月

7日. 
10. “グラフェン系材料の合成と応用探索”， 2019 年度 薄膜・表面物理分科会研究会，高知工科

大，2020 年 2 月 8 日． 

11. “グラフェン系材料への不純物添加と電子放出特性”，真空ナノエレクトロニクス第 158 委員

会 第 129 回研究会，京都，2019 年 10 月 17 日. 

 

(ウ) 国際学会 

1. T. Yamada, M. Okigawa and T. Masuzawa, “Graphene/K-doped nano graphene structure for 
high carrier mobility”, 17th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 

2024(NDNC2024), Sydney, 2024 年 5 月. 

2. T. Masuzaw, Y. Okigawa and T. Yamada, “Wet doping of potassium and bromine to graphene”, 
17th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 2024(NDNC2024), Sydney, 

2024 年 5 月. 

3. Y. Okigawa, H. Nakajima, T. Masuzawa, T. Okazaki and T. Yamada, “Relationship between 
EBAC image and G-band position peak mapping of potassium-doped CVD few-layer graphene”, 
17th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 2024(NDNC2024), Sydney, 

2024 年 5 月. 

4. M. Okada, Y. Okigawa, T. Fujii, N. Endo, Y. -C. Lin, N. Okada, T. Irisawa, Y. Miyata, T. Shimizu, 
T. Kubo and T. Yamada, “Kelvin Probe Force Microscopy Studies on the Layer-Number-

Dependent Work Function Modulation Behavior at 3D Metal-MoS2 Interface”， EM-NANO2023，

金沢, 2023 年 6 月. 

5. Y. Okigawa and T. Yamada, “Correlation between mobility and surface roughness of CVD 

graphene using persistent homology”, EM-NANO2023，金沢, 2023 年 6 月. 

6. S. Ogawa, Y. Tsuda, Y. Okigawa, T. Masuzawa, A. Yoshigoe, T. Abukawa, T. Yamada, 
“Potassium desorption from K-doped stacked graphene”, The 22nd International Vacuum 

Congress, 札幌, 2022 年 9 月. 

7. T. Yamada, Y. Okigawa, T. Taniguchi, “Effect of h-BN thickness on electrical properties of CVD 
graphene”, 15th International Conference on New Diamond and Nano Carbon (NDNC2022), 

金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

8. J. Kulicek, T. Yamada, B. Rezek, “Effect of the Graphene/hBN edges on optoelectronic 
properties”, 15th International Conference on New Diamond and Nano Carbon (NDNC2022), 

金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

9. T. Miyake, H. Nakagawa, T. Masuzawa, T. Yamada, T. Nakano, K. Takagi, T. Aoki, H. Mimura, 
“Radiation Detector Made of Polycrystalline Diamond with Boron- doped Layer for Neutron 
Conversion”, 15th International Conference on New Diamond and Nano Carbon (NDNC2022), 

金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

10. Y. Okigawa, T. Masuzawa, H. Nakajima, T. Okazaki, T. Yamada, “EBAC characterization for 

potassium-doped CVD multilayer graphene”, 15th International Conference on New Diamond and 

Nano Carbon (NDNC2022), 金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

11. T. Masuzawa, Y. Okigawa, T. Miyake, H. Nakagawa, T. Aoki, H. Mimura, T. Yamada, “Doping 

Bromine to Graphene by a Wet Process”, 15th International Conference on New Diamond and 

Nano Carbon (NDNC2022), 金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

12. S. Ogawa, T. Yamada, Y. Okigawa, T. Masuzawa, Y. Tsuda, T. Sakamoto, A. Yoshigoe, T. 

Abukawa, “Quantitative Evaluation of Dopant Concentration in n-type Potassium- doped graphene 

using SR-XPS”, 15th International Conference on New Diamond and Nano Carbon (NDNC2022), 

金沢/オンライン ハイブリッド, 2022 年 6 月 8 日. 

13. T. Yamada, Y. Okigawa, M. Hasegawa, K. Watanabe and T. Taniguchi, “Efects of Strain in CVD 
Graphene on Mobility”, 14th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 

2020(NDNC2020)，オンライン，2021 年 6 月 7-8 日. 

14. T. Yamada, Y. Okigawa, K. Hatakeyama, S. Ogawa, Y. Takakuwa and T. Masuzawa, 
“Characterization of K-doped multilayer graphene by wet process”, 14th International 

Conference on New Diamond and Nano Carbons 2020(NDNC2020), オンライン，2021 年 6

月 7-8 日. 

15. K. Somu, T. Yamada and S. SHikata, “Surface recovery after Ga-focused ion beam iradiationon 
diamond”, 14th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 

2020(NDNC2020), オンライン，2021 年 6 月 7-8 日. 



16. T. Miyake, T. Masuzawa, T. Yamada, H. Nakagawa, T. Aoki and H. Mimura, “Characterization 
of B-doped polycrystalline diamond for radiation detection”, 14th International Conference on 

New Diamond and Nano Carbons 2020(NDNC2020), オンライン，2021 年 6 月 7-8 日. 

17. M. Matsuoka, Y. Tsuchida, N. Ohtani, T. Yamada, S. Koizumi and S. Shikata, “ Polarized 
Raman spectroscopy of Pdoped diamond”, 14th International Conference on New Diamond and 

Nano Carbons 2020(NDNC2020), オンライン，2021 年 6 月 7-8 日. 

18. J. D. John, N. Miyachi, K. Enomoto, K. Okano, T. Masuzawa, T. Yamada, S. Okano, D. R. T. 
Zahn, and D. H. C. Chiua, “Physical properties of amorphous Selenium super lattice structures 

for future X-ray detectors”, International Vacum Nanoelectronics Conference (IVNC2020)，オ

ンライン，2020 年 7 月 20 日. 

19. T. Yamada, Y. Okigwa and M. Hasegawa, “N-type conduction of K-doped stacked graphene 

layers”, Recent Progres in Graphene & 2D materials Research (RPGR2019)，松江，2019 年

10 月 6 日. 

20. Y. Okigawas, T. Yamada, M. Hasegawas, K. Watanabe, T. Taniguchi, “Relationship between 
mobility and Raman spectra for plasma CVD graphene on HTHP h-BN, Recent Progres in 

Graphene & 2D materials Research (RPGR2019)，松江，2019 年 10 月 6 日. 

21. S. Ogawas, T. Yamada, R. Kadowaki, T. Taniguchi, T. Abukawa and Y. Takakuwa, “PEM and 
micro UPS observation of graphene on bulk hexagonal boron nitride”, Recent Progres in 

Graphene & 2D materials Research (RPGR2019)，松江，2019 年 10 月 6 日. 

22. T. Yamada, Y. Okigwas, M. Hasegawa, “Improvement of electrical properties of graphene by 
stacking structure formation”, 30th International Conference on Diamond and Carbon Materials 

(ICDCM2019)，Sevile (Spain)，2019 年 9 月 8 日． 

23. K. Kouda, T. Yamada and S. Shikata, “Crystalinity evaluation of single crystal diamond by 

forbidden reflection”, 3th New Diamond and Nano Carbon Conference (NDNC2019)，花連(台

湾)， 2019 年 5 月 13 日. 

 

(エ) 国内学会 

1. 沖川侑揮, 増澤智昭, 山田貴壽, “K 添加ナノグラフェンを中間層としたグラフェンの移動度増

加 ”, 第 71 回応用物理学会春季学術講演会, 東京, 2024 年 03 月 22 日 

2. 岡田光博, 林永昌, 松村太郎次郎, Smri Adlen, 張文馨, 岡田直也,安藤康伸, 久保利隆, 末永和

知, 中西毅,入沢寿史,山田貴壽, “Determination of the crystallographic orientation of metastable, 

1T′-phase WS2 by polarized Raman spectroscopy”, 第 66 回フラーレン・ナノチューブ・グ

ラフェン総合シンポジウム, 名古屋, 2024 年 03 月 06 日. 

3. 樫村悠人, 沖川侑揮, 岡田光博, 小川修一, 山田貴壽，” グラフェン酸化処理による粒径と電気

抵抗率変化”, 日本表面真空学会東北・北海道支部 令和 5 年度学術講演会，札幌, 2024 年 3

月 7 日 

4. 児山愛, 菅洋志, 岡田光博, 山田貴壽, 清水哲夫, 久保利隆，” ワイヤ形状を持つ銅表面におけ

るグラフェン成長条件の検討”, 第 20 回酸化グラフェンナノシートシンポジウム，愛媛県松山

市, 2023 年 12 月 8 日 

5. 米ノ井優太, 菅洋志, 岡田光博, 山田貴壽, 清水哲夫, 久保利隆，” 被覆率の異なるグラフェン

膜を持つ鉄鋼基板の引張特性の評価” ，第 20 回酸化グラフェンナノシートシンポジウム，愛

媛県松山市, 2023 年 12 月 8 日 

6. 沖川侑揮, 増澤智昭, 山田貴壽，”カリウム添加ナノグラフェンを中間層としたグラフェンの残

留電荷抑制”，第 37 回ダイヤモンドシンポジウム，東海大学 湘南キャンパス, 2023 年 11 月 

7. 沖川侑揮, 増澤智昭, 中島秀朗, 岡崎俊也, 山田貴壽，”EBAC を用いた K 添加 CVD 多層グラ

フェンの導電率マッピング”，第 84 回応用物理学会秋季学術講演会，熊本城ホールほか, 2023

年 9 月 

8. 山田貴壽, 沖川侑揮，”Analysis of graphene roughness by persistent homology for high carrier 

mobility”，第 65 回フラーレン・ナノチューブ･グラフェン総合シンポジウム，福岡県, 2023 年

9 月 

9. 岡田光博, 沖川侑揮, 藤井健志, 遠藤尚彦, 張文馨, 岡田直也, 入沢寿史, 宮田耕充, 清水哲夫, 

久保利隆, 山田貴壽，”Observation of Fermi-Level Pinning at the Metal-MoS2 Interface via 

Kelvin Probe Force Microscopy”，第 65 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポ

ジウム，福岡県, 2023 年 9 月. 



10. 岡田光博, 久保利隆, 林永昌, 岡田直也, 張文馨, 末永和知, 山田貴壽, 入沢寿史，”準安定相

WS2の三角形型結晶成長とその成長機構考察”，第 70 回応用物理学会春季学術講演会，上智東

京/オンライン, 2023 年 3 月 

11. 沖川侑揮, 山田貴壽，”パーシステントホモロジーを利用した CVD グラフェンの移動度と表面

ラフネスの相関関係の解析”，第 70 回応用物理学会春季学術講演会，上智東京/オンライン, 

2023 年 3 月 

12. 山田 貴壽, 畠山一翔，” 二次元酸化物ナノシートの電子デバイス応用”, 2022 年度熊本大学産

業ナノマテリアル研究所共同研究成果報告会，熊本, 2023 年 3 月 7 日 

13. 増澤 智昭, 山田 貴壽，” α粒子を用いた多結晶ダイヤモンド中のキャリア輸送評価，”, 令和

4 年度生体医歯工学共同研究拠点成果報告会，神奈川県, 2023 年 3 月 3 日 

14. 山田貴壽, 沖川侑揮, 増澤智昭, 小川修一, 谷口尚, “CVD グラフェンの電気特性の h-BN 膜

厚依存性”, 2022 年 第 83 回応用物理学会秋春季学術講演会, 仙台, 2022 年 9 月 20 日. 

15. 増澤智昭, 三宅拓, 山田貴壽, 中野貴之, 都木克之, 青木徹, 三村秀典, “多結晶ダイヤモンドへ

のアルファ線照射による信号評価”, 第 83 回応用物理学会秋春季学術講演会, 仙台, 2022 年 9

月 20 日. 

16. 菅原一真, 山田貴壽, 葛巻徹，”グラフェン形成に及ぼす固体炭素源 C60 薄膜と Ni 触媒の膜厚

及び熱処理条件の影響”，第 36 回ダイヤモンドシンポジウム，慶應大学・オンラインハイブリ

ッド, 2022 年 11 月 

17. 増澤智昭, 三宅拓, 中川央也, 中野貴之, 山田貴壽, 都木克之, 青木徹, 三村秀典，”多結晶ダイ

ヤモンドへのアルファ線照射による信号評価”，第 83 回応用物理学会秋春季学術講演会，仙台, 

2022 年 9 月 

18. 岡田光博, 蒲江, 林永昌, 岡田直也, 張文馨, 遠藤尚彦, 清水哲夫, 久保利隆, 宮田耕充, 末永

和知, 竹延大志, 山田貴壽, 入沢寿史，”Phase-engineered synthesis of tungsten disulfide 

atomic layers”，第 63 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム，東京, 2022

年 9 月 

19. 崔鐘範, 沖村奈南, 山田貴壽, 平田祐樹, 大竹尚登, 赤坂大樹，”グラフェンを成長させた Cu 粒

子からのコールドスプレー法によるグラフェン-銅複合材料コーティングの形成”，第 29 回機

械材料・材料加工技術講演会(M&P2021)，オンライン, 2021 年 11 月. 

20. 沖川侑揮, 中島秀朗, 岡崎俊也, 山田貴壽, “カリウム添加多層グラフェンにおけるＥＢＡＣ評

価”，第 35 回ダイヤモンドシンポジウム，オンライン, 2021 年 11 月 

21. 増澤智昭, 三宅拓, 沖川侑揮, 中川央也, 青木徹, 三村秀典, 山田貴壽，”臭素添加によるグラフ

ェン導電性制御”，第３５回ダイヤモンドシンポジウム，オンライン, 2021 年 11 月 

22. 春山盛善, 沖川侑揮, 加藤宙光, 牧野俊晴, 山田貴壽, “グラフェン・オン・ダイヤモンドを用い

た表面近傍の NV センターの電荷状態 安定化”, 第 35 回ダイヤモンドシンポジウム, オンラ

イン, 2021 年 11 月 17 日. 

23. 増澤智昭, 沖川侑揮, 三宅拓, 中川央也, 青木徹, 三村秀典, 山田貴壽, “臭素添加によるグラフ

ェンの導電性制御”, 第 35 回ダイヤモンドシンポジウム, オンライン, 2021 年 11 月 17 日. 

24. 沖川侑揮, 中島秀朗, 岡崎俊也, 山田貴壽, “カリウム添加多層グラフェンにおける EBAC 評

価”, 第 35 回ダイヤモンドシンポジウム, オンライン, 2021 年 11 月 17 日. 

25. 小川 修一, 山田 貴壽, 沖川 侑揮, 増澤 智昭, 津田 泰孝, 吉越 章隆, 虻川 匡司, “動的 

Shirley 法を用いた二層グラフェン中微量ドーパントの XPS測定”, 第 82回応用物理学会秋季

学術講演会, 名古屋/オンライン ハイブリッド,  2021 年 9 月 10 日 

26. 沖川侑揮，山田貴壽，渡邊賢司，谷口尚，”CVD グラフェン/HPHTh-BN 構造の電気伝導特性の

温度依存性”， 第 34 回ダイヤモンドシンポジウム，オンライン, 2021 年 1 月 12 日. 

27. 小川修一，山口尚登，E .F. Holby，山田貴壽，吉越章隆，高桑雄二,  ”高エネルギーO2 分子ビ

ームに対する Cu 上グラフェンのバリア性能評価”，第 81 回応用物理学会秋季学術講演会，オ

ンライン，2020 年 9 月 8 日. 

28. 山田貴壽, 増澤智昭, 小川修一, 高桑雄二, 沖川侑揮, ”カリウム添加多層グラフェンの電気特

性評価”，第 81 回応用物理学会秋季学術講演会，オンライン，2020 年 9 月 8 日. 

29. 沖川侑揮, 渡邊賢司, 谷口尚, 山田貴壽, “CVD グラフェン/HPHT h-BN 積層構造におけるシー

ト抵抗の温度依存性”, 第 68回応用物理学会春季学術講演会, オンライン,  2021年 3月 16日. 

30. 小川修一, 山田貴壽, 津田泰孝, 吉越章隆, 虻川匡司, “ガスバリア特性評価のためのグラフェ

ン用触媒金属膜の検討 ”, 日本表面科学会東北北海道支部  2020 年度講演会 , オンライ

ン,  2021 年 3 月 4 日 



31. 増澤智昭，三村秀典，岡野健，山田貴壽，”グラフェン/n 型ダイヤモンド構造の電界電子放出

分光特性”, 第 67 回応用 物理学会春季学術講演会，2020 年 3 月 12 日. 

32. 山田貴壽，増澤智昭, “カリウム添加垂直配向グラフェンからの電子放出”, 第 67 回応用 物理

学会春季学術講演会，2020 年 3 月 12 日. 

33. 小川修一，山田貴壽，山口尚登，E. F. Holby，吉越章隆，高桑雄二，”欠陥酸化を介した高エネ

ルギーO2分子のグラフェン膜透過”，日本表面真空学会東北・北海道支部学術講演会，弘前大

学，2020 年 3 月 1 日. 

34. J. D. John，榎本国孝，宮地紀年，増澤智昭，山田貴壽，岡野俊，岡野健，”アモルファスセレ

ン超格子中のサブバンド形成とその物性制御”，電子情報通信学会 2019 年 1 月電子デバイス

研究会，東京，2019 年 11 月 21 日. 

35. 松岡実李，土田有記，大谷昇，山田貴壽，小泉聡，鹿田真一，”ラマン分光法による n 型リン

ドープダイヤモンドに水素が与える影響評価”，第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業

大学，2019 年 11 月 13 日. 

36. 和田友里，宮本かおり，山田貴壽，葛巻徹，”透明導電膜形成における C60 と Ni 触媒の膜厚の

最適化”， 第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業大学，2019 年 11 月 13 日. 

37. 永田兆嗣，嶋谷拓真，山田貴壽，沖川侑揮，葛巻徹，”フラーレン由来のグラフェンによる配線

材料形成の検討”，第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業大学，2019 年 11 月 13 日. 

38. 沖川侑揮，谷口尚，渡邊賢司，長谷川雅考，山田貴壽，”ラマン分光法を用いた CVD グラフェ

ンの移動度散乱機構の解明”, 第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業大学，2019 年 11

月 13 日. 

39. 小川修一，山田貴壽，門脇良，谷口尚，虻川匡司，高桑雄二，”光電子顕微鏡によるグラフェン

/h-BN 界面の評価”，第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業大学，2019 年 11 月 13 日. 

40. 山田貴壽，増澤智昭，三村秀典，岡野健，”グラフェン/リン添加ダイヤモンドヘテロ構造の電

界電子放出分光による評価”, 第 33 回ダイヤモンドシンポジウム，東京工業大学，2019 年 11

月 13 日. 

41. 沖川侑揮，山田貴壽，長谷川雅考，谷口尚，渡邊賢司，”プラズマ CVD グラフェン/h-BN 積層

構造の移動度及びラマン分光評価”，第 66 回応用物理学会春季学術講演会，東京工業大学，

2019 年 3 月 10 日. 

42. 中島秀朗，沖川侑揮，森本崇宏，生田美植，山田貴壽，岡崎俊也, “ロックイン発熱解析法によ

る CVD グラフェン膜の移動度低減メカニズムに関する考察”, 第 66 回応用物理学会春季学術

講演会，東京工業大学，2019 年 3 月 10 日. 

43. 増澤智昭，根尾洋一郎，三村秀典，岡野健，山田貴壽，”リン添加ダイヤモンド酸素終端表面か

らの放出電子のエネルギー分析”，第 66 回応用物理学会春季学術講演会，東京工業大学，2019

年 3 月 10 日. 

 

(6) 研究費実績(最近 5 年間) 

(ア) 公的資金(代表) 

1. 種目：基盤 B 

課題名：層間挿入による h－BN の半導体化とベータボルタ電池応用 

期間：2023 年 4 月~2027 年 3 月 

2. 種目：基盤 B 

課題名：カリウム修飾積層グラフェンの物性解明と二次元層状物質用ウエハへの応用 

期間：2020 年 4 月~2023 年 3 月 

3. 種目：挑戦的研究(萌芽)  

課題名：超高感度量子計測用グラフェン／ダイヤモンドヘテロ接合形成 

期間：2020 年 4 月~2022 年 3 月 

 

(イ) 公的資金(分担) 

1. 種目：基盤 B 

課題名：シビアアクシデント回避に向けた二次元材料を活用した燃料被覆管の腐食抑制の研究 

期間：2024 年 4 月~2027 年 3 月 

2. 種目：基盤 C 

課題名：ダイヤモンド放射線検出器による高感度中性子検出の原理解明 

期間：2023 年 4 月~2027 年 3 月 

3. 種目：基盤 B 



課題名：CVD グラフェンの高移動度化に向けた擬似サスペンド構造の開発 

期間：2022 年 4 月~2026 年 3 月 

4. 種目：基盤 C 

課題名：Hierarchical liquid crystal assemblies based on large graphene oxide sheets and 

nonionic organic compounds 

期間：2020 年 4 月~2023 年 3 月 

5. 種目：基盤 A  

課題名：窒化ホウ素の科学のための高品位単結晶創製 

期間：2020 年 4 月~2023 年 3 月 

 


